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（はじめに） (In)GaAsN は、格子整合系多接合太陽電池の新材料として期待されている。しか

し、GaAsN は、GaAs に比べて少数キャリア寿命が著しく低下し、1ns 以下である。その低い少数

キャリア寿命は、GaAsN 中に N 起因の再結合中心が存在するからだと考えられる。n-GaAsN 中の

再結合中心として働く電子捕獲準位は過去にも報告されている。[2] しかし、GaAsN に存在する

再結合中心のうち、少数キャリア寿命を制限する再結合中心は未だ明らかになっていない。 

本研究では、double carrier pulse deep level transient spectroscopy (DC-DLTS)法を用いて、GaAsN

中の正孔捕獲準位を介した再結合過程を調べた。 

（実験方法）化学ビームエピタキシー (CBE)成長により、n
+
p 接合の GaAsN (n

+
-GaAs/ 

n
+
-GaAs0.995N0.005/ p-GaAs0.995N0.005/ p

+
-GaAs)を作製した。X 線回折を用いて、GaAsN の N 組成を見

積もった。キャリア濃度は、室温での容量‐電圧測定から算出した。深い準位の活性化エネルギ

ーと捕獲断面積は、アレニウスプロットにおける直線の傾きと切片から算出した。深い準位に多

数キャリアと少数キャリアを同時に注入する DC-DLTS 法を用いて、第二パルス電圧の電圧依存性

とパルス幅依存性を測定した。 

（結果とまとめ） 

従来の DLTS 法と DC-DLTS 法から得られた 200-300K

の温度領域における DLTS スペクトルを図 1 に示す。

DC-DLTS のピーク信号強度は、DLTS のピーク信号強度

に比べて、減少した。また、第二パルスがより高い電圧

と長いパルス幅の条件にて、DC-DLTS のピーク信号強

度は減少した。このピーク強度の減少量は、正孔捕獲準

位（EV+0.60eV）を介した再結合に相当すると考えられ

る。 

GaAsN 中の価電子帯から 0.60eV に存在する正孔捕獲準

位は、再結合中心として働くことが確認された。 
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図１．DLTS と DC-DLTS のスペクトル 
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